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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Verdrahtungsteil und Leiterrahmen rnitdem Verdrahtungsteil 

© Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 
denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Haibleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt {5), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2} 
sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 
nicht grower als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnirts 
(5) ausgefuhrt ist. Eine Feinvordrahtung kann dadurch er- 
■ reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
, elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 
(9) mit den Auflenelektroden der Halbleitervorrichtung 
nicht grofter als die Halfte der erforderlichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschrcibung 

Die Erlindung bctriflft ein Verdrahtungsieil zur Vcrwcn- 
dung bei eincr Halbleiicrvorrichiung und einen Tvcilcrrah- 
nicn mil deni Verdrahtungsieil. 

In letzier Zcit ist ini Zusammcnhang itiit. dcr hohercn In- 
tegral ion und dcr hohercn DichLc von HaJblciicrvorrichtun- 
gen die An/.ahl dcr Hingabe-/Ausgabcanschliissc von Halb- 
lciijcrclenieni.cn angesiiegen und die Uniertcilungsbreite der 
Anschlusse cngcr geworden. 

Die GroBe und die Untcneilungsbreiie von Halblciicrele- 
nientelektroden. die an den Oberflachen von einc Halbleiier- 
vorrichiung bildenden Halbleiterclemenien vorgesehen 
sind. unLerscheiden sich von denen der AuBenclckLrodcn, 
die bcispielswcise auf der auBcrcn Oberflache der Halblci- 
tervornchtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen 
Verbindung der Halbleiterelemcntelekiroden und der Au- 
Bcnelektroden dcr Halbleitervorrichtung ein Vcrdrahtungs- 
teil erfordcrlich. 

Als Verdrahtungsieil ist ein Lciterrahmen oder eine ge- 
druckLe Leiicrplaue verwendet worden. Die Verdrahtung 
mil eineni Lciterrahmen kann als cine Einschichlverdrah- 
tung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit 
den auf den Oberflachen der HaJbleiterelemente vorgesche- 
nen Halbleiierciemenielekiroden iiber MeLalldrahlc oder 
dergleichcn elektrisch verbunden sind, mit zweiien Elektro- 
denabschnitten definien werden, bei denen es sich urn die 
Aufienelekiroden der Halbleitervorrichtung handeli. Dem- 
gcgenuber kann die Verdrahtung mil einer Leiierplatlc als 
eine Mchrschicht verdrahtung zur elektrischen Verbindung 
der ersien Elekirodenabschnitte, die mit den Halbleiterele- 
mentelektroden uber Metalldrahte oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind, mil den zweiien Elekirodenabschnii- 
ten, bei denen cs sich um die AuBcnelektroden der Halblei- 
lervorrichtung handeli. unter Verwendung von auf den 
Oberflachen von zumindesi zwei Schichten einer doppelsei- 
tigen Plane oder eincr Mehrschichtplatte vorgesehenen lei- 
tenden Vcrdrahiungen und auBerdem cines Durchgangs- 
lochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen 
Schichien ausgcbildeien leitenden Vcrdrahtungen elckirisch 
verbindel. 

Fig. 22 zeigt einc Schnittansichi einer Halbleitervorrich- 
tung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Offenle- 
gungsschrift 79 652/1 982 offenbarten herkominliche Leiier- 
platie angewendet ist. In dicser Darstellung bezeichnei die 
Bezugszahi 8 ein Halbleiterclentent, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiierelenients ausgebiidele HalbleiLerelemem- 
elekirode, 10 einc gedruckie Leiierplatte, an deren Oberfla- 
che das Halbleiicrelement 8 angebracht ist, 11 cine an der 
Oberflache der gedruckten Leiierplatte 10 ausgebiidele lei- 
tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durch- 
gangsloch, 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Leiterplarte 10 ausgebildetcn AuBenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mil Harz vcrgossenen Halbleiter- 
vorrichiung, bei der das Halbleiicrelement 8 an der gedruck- 
ten Leiicrplaue 10 angebracht isi und mit dem VerguBharz 
15 vcrgosscn bzw. abgedichtet isi, ist die an der Oberflache 
des Halbleiierelenients 8 ausgebildete Halbleiterelement- 
eleklrode 9 uber den Metalldraht 12 mit einem Ende der an 
der obcren Oberflache der gedruckten Leiierplatlc 10 vorge- 
sehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wo* 
bei das eine Ende in dcr Nahe des Halbleiterelemenis 8 an- 
geordnei isi. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 
isi uber das Durchgangsloch 13 mil dem an der ruckwarri- 
gen Obcrfliichc dcr gedruckten Lcitcrplattc 10 ausgebildetcn 
AuBenanschluB 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi cine Schnittansichi einer Halbleiiervorrich- 
tung, bei der eine in der japanischen OfTenlcgungsschrifl 


34 794 A 1 

2 

258 048/1988 offenbane anderc hcrkommliche Leiierplatlc 
angewendet ist. Bei dcr Darstellung bezeichnei die Bezugs- 
zahi 8 ein Halblcilerelcnieni, 9 eine an der Oberflache dem 
Halbleiterelemenis ausgebildete Halhlcii.crolemcntclckirodc 
5 und 16 eine gcdrucktc Mchrschichl-Lciierplatte dar, an de- 
ren Oberflache das Halblciicrelemcnl 8 angebracht isi. Die 
Bezugszahi 11 bezeichnei eine an dcr Obcrfliichc dcr ge- 
druckten Mehrschichi-Leiterplaite 16 ausgebiidele leitcndc 
Verdrahtung, 17 eine in den innercn Schichien der gedruck- 
10 icn Mehrschicht-Leiterplatie 16 ausgebiidele interne Ver- 
drahtung. 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung al- 
lcr Schichien der gedruckten Mehrschichi -Leiierplatlc 16. 
14 einen an der ruckwartigen Oberflache der gedruckten 
Mchrschichi-Leiterplatte 16 ausgebildetcn cxiemen An- 
15 schluG, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einem 
Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementclektrode 9 mil der an der Oberflache der ge- 
druckten Mchrschichi-Lcitcrplattc 16 ausgebildetcn leiten- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei der mil 
20 Harz vcrgossenen Halbleitervorrichtung. bei der das Halb- 
leiterelernent 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiierplatte 
16 angebracht ist und mit dem VerguBharz 15 vergossen ist, 
sind die Halbleiterelementelekirode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatie 16 ausgebil- 
deie leitende Verdrahtung 11 iiiileinander mill els des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die leitende 
Verdrahtung 11 iiber das Blindloch 18 und der intemen Ver- 
drahtung 17 mil dem an der ruckwariigen Oberflache der ge- 
druckten Mehrschichi-Leiterplatie 16 ausgebildelen AuBen- 
30 anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen OfTenlc- 
gungsschrifl 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrich- 
tung kann ein Halbleiterelement mil mehr Anschliissen als 
das in dcr japanischen Offenlegungssehrift 79 052/1982 of- 
fenbarte Halbleiterelement 8 angebracht werden, da bei dic- 
35 ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatie 16 mit der inter- 
nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandt wird. 

Wenn als Verdrahtungsieil zur elektrischen Verbindung 
der Eiektroden an den Oberflachen der Halbleiterelemente 
40 mit den AuBcnelektroden der Halbleitervorrichtung eine 
Leiierplatlc verwendet wird, wird cine Kupferfolie mil eincr 
Dicke von 25 um bis 75 um bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendet, wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahtungsimter- 
teilungsbreite von 50 um bis 150 pm auszubilden. Zusatz- 
45 lich sind die AuBcnelektroden einer Halbleitervorrichtung 
mit einem groBen Verdrahtungsab stand aufgrund der Aus- 
bildung eines Lotanschlusses (eine Lotwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegeniibcrliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterele- 
50 mente angebracht sind, darnit die GroBe Halbleitervorrich- 
lung verringert werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schnitiansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, die einen herkbmmlichen Leiterrahrnen anwendet. Bei 
dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahi 8 ein Halblei- 
55 tcrelement, 9 eine an der Oberflache des Haibleiterelements 
ausgebiidele Halbleiterelementelekirode, 20 an Befesti- 
gungsplattchen, an den das Halbleiterclement angebracht 
ist, 21 ein Befesiigungsharz bzw. einen Kleber, der das 
Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebt, 4 
einen ersien Elektrodenabschnilt des Leitenrahmens, 5 einen 
zweiten Eiektroden abschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen 
diinnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiierelementeleklrode 9 mit dem ersien Elektrodenabschnilt 
4, 15 ein die Halbleiierelemenie abdichiendes VerguBharz, 
22 cine cxtcmc Schaltung und 23 cine an dcr cxtcrncn 
Schaltung ausgebiidele Elektrode, die an den zweiien Elek- 
trodenabschnilt 5 durch Loizinn 25 oder dergleichen gelotel 
ist. 
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Fig. 25 zeigt ein Schnitiansicht eines Lciierrahmcns zur 
Beschreibung dcs Hcrstcllungsvcrfahrcns dcs Leiterrah- 
mens (lurch einen herkommlichcn Atzvorgang. Bei dieser 
Darsteliung hezeichnei die Bezugszahl 1 cine ieitendc Me- 
tal Iplatic ('cin Leiterrahmenmaterial) mil ciner Dickc von 
125 bis 200 pm und 3 einc Atzmaske mil einem vorbe- 
stinimien Muster, wobei dasselbc Muster auf bciden Ober- 
fiachen der lcitenden Metallplattc 1 ausgebildet sind. Die 
Bezugszahl 2 bczeich.net einen Vcrdrahtungsabschniu des 
Lciierrahmens, der durch Atzen der leiicnden Metallplatte 1 
von beiden Oberfiachen erzeugi wird, damit ein nichi von 
der Atzmaske bedeckter Abschniti durchdrungen wird. Da 
der herkonimliche Leiterrahmen auf dicse Wcise hergestcllt 
wird, wenn die leitende Metallplatte 1 niit einer Dickc von 
125 um bis 200 um verwendet. wird, muB der Abstand zwi- 
schen benachbarlcn Verdrahtungsabschniu.cn 2 etwa so groB 
wic die Dicke der leitenden Metallplattc 1 scin. AuBerdcm 
lag zur Gcwahrlcistung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
teneilungsbreiie (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich 
von 210 urn bis 250 unu was etwa doppelt so groB wic die 
Dicke der leitenden Mctallplatte 1 ist. 

Zur Verkleinerung derUnterteilungsbreite des herkomm- 
lichcn Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halb- 
leiterelementelektrode durch Drahtbonden verbundenen 
Abschnitts des Lei lerr ah mens als ein erster Elektrodenab- 
schnin und des an eine extemc Schaltung geloteten Ab- 
schnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur 
Verringcrung der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 
durch Atzen und darauffolgendes Vcrkleinern des Verdrah- 
tungsabstands in den japanischen Onenlegungsschriften 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den 
Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrifi 335 804/1995 offenbart ist. Bei 
dieser Darstellung stellt. die Bezugszahl 1 ein leitende Me- 
tallplatte, bei der es sich urn ein Leiterrahmenmaterial han- 
delt, 3a und 3b Atzmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schnitt 4 dan Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
platte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrode nabschnius 4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leitenden Metallplatte 1 aus- 
gcbildeic Atzmaske 3b einc Offnung zum Atzen der anderen 
Oberflache aufwcisu um diese vollsiiindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 stellt eine Ausspantng. die, urn 
diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht. dar. Zunachst 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberfiachen der 
leitenden MeiaUplaue 1 ausgebildet (Fig. 26(a)). wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberfiachen gestartet wird und zeit- 
weilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 
zwei Dritiel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite 
der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 
Ausbildung dcs ersten Elekirodenabschnius 4 fortgesetzt, 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektxodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 
Atzmasken 3a und 3b entfernt, wodurch der Leiterrahmen 
fertiggestelll wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittan- 
sicht des auf diese Weise ausgebildcten Leiterrahmens. 
Wenn die Dickc T der leitenden Mctallplatte 1 150 um be- 
tragL, wird die Dicke T2 des ersten Elektrodenabschnitts 4 
dcs Lcitcrs 50 um, was cine Verkleinerung der Lcitcruntcr- 
teilungsbreite ermdglicht. Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt dar. bei dem es sich um die AuBen- 
elektrode der Halbleitervorrichtung handelt, und 20 ein Be- 


fcsiigungsplauchcn. an das cin Halbleitercleiiieni angc- 
bracht ist. 

In den japanischen Offenlegungsschrificn 216 524/1987 
und 232305/1994 sind Verfahren zur Vcrringerung der 
5 Dickc dcs Lcitcrs durch Ausbildung der Atzmasken 3 ab- 
wcchselnd auf bciden Oberfiachen der leitenden Metall- 
platte I. bei der es sich um Leiterrahmenmaterial handelt 
und zur Verkleinerung der Leitcrunicrtcilungsbreitc durch 
Vorschen dcs Lcitcrs auf bciden Seiten. wie in Fig. 28 ge- 
10 /.cigt. .Tedoch weist ein dcrartig dunner ausgefuhncr Leiier 
den Nachtcil auf. daB, da gcaizte Oberfiachen abwechsclnd 
frcilicgen. falls diese als Elektrode zur Verbindung mittcls 
Drahtbonden mit dem Halbleiterelement verwendet wird. 
sich das nahtformige Bondemittel zwischen der geatzt en ro- 
15 hen Oberfiache und dem Halbleiterelement ablost. 

Wie vorstehend beschrieben kann bei Verwendung einer 
Mehrschichi-Leiterplat.te als Verdrahtungstcil eine groBcrc 
Anzahl von Eingangs-ZAusgangsanschlusscn cincs Halblci- 
lereleinenis (HalbleiLerelementclektrcden) und einer klcincr 
20 Unterteilungsbrcite hinsichtlich der GrbBe venvirklicht wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in unierschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiedliche Vcrdrahtungen verbinden, einen Bohr vorgang. 
Folglich tritt das Problem auf, daB die Kosien der Halblei- 
25 tervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrien Oberfiachen, den Schuu der Lei- 
terplatte vorSchneideol fur das Bohren und vor Bohrspanen 
und dergleichen erhoht. werden. 

Demgegcnuber ist bei der Verwendung eines Leiicrrah- 
30 mens als Vcrdrahtungsieil eine Technik vorgcschlagen wor- 
den, die die Leiterunierteilungsbreitc verkleincrt, jedoch ist 
fur die AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsab- 
stand. der derselbe oder groBer wie der hcrkomniliche ist, 
3S zwischen den ersten Elektrodenabschnitten mit klcincr Un- 
terteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten 
(AuBenelektroden) mil der grofien Unterteilungsbrcite er- 
forderlich. Zusatzlich trill das Problem auf, daB eine groBe 
Unterteilungsbrcite und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
40 eines Ldtanschlusses oder dergleichen crforderlich ist. wes- 
haJb es folglich unmoglich ist, einc vcrklcincrtc Halbleiter- 
vorrichtung zu erhalten. 

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese 
Problenic zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung dcs 
45 Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschichl-Leiierplatte venvirklicht wurde, durch Ver- 
wendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu vcr- 
wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabci 
soil ein Verdrahtungstcil. das eine groBere Anzahl und eine 
50 kleinere Unterteilungsbrcite der Stifle der Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusse eines Halbleiterelements erreichen sowie 
die Verkleinerung und Kostenverringerung der Halbleiter- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mil 
einem derarugen Verdrahtungstcil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgabe wird durch die in den beigefugten Patent- 
anspriichen dargelegien MaBnahmen gelost. 

ErfindungsgcmaB wird ein Verdrahtungstcil geschaffen, 
das durch einen ersten Elektrodenabschnitt. der mit einer an 
einer Oberfiache eines Halbleiterelements ausgebildeten 
60 Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektro- 
denabschnitt, der mit einer an einer extemen Schaltung aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahtungsabschnitt gekennzeichnci ist, der den ersten 
Elekuoden abschniti mit dem zweiten Elektrodenabschniu 
65 vcrbindct, wobei der crstc Elcktrodcnabschniiu der zweite 
Elektrodenabschniu und der Vcrdrahtungsabschniu aus ei- 
nem plattenformigen leitenden Kbrpcr ausgebildet sind und 
die Dicke des Verdrahtungsabschnitts nichi dicker als halb 
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so dick wic dcr ersic Elekirodcnabschnilt odcr der zweite 
Elektrodcnabschniu ausgefiihrt isi. 

Dcr Vcrdrahtungsabschnitl kann an einer Oberflache des 
plauenformigen leiicndcn Korpers vorgeschen scin. 

AuBerdern konncn die Verdrahiungsabschniue verstreui 
an bcidcn Oberflachcn dcs plaiienlonnigcn leiienden Kor- 
pcrs angcordnct scin. 

Die Dicke dcs ersten Elcktrodenabschnius und die Dicke 
des zweiten ElekirodenabschniiLs konncn dieselbc wie die 
des plauenformigen leiienden Kbrpers sein. 

Wcitcrhin kann die Dicke cntweder des ersten Elekiro- 
denabschnius oder des zweiten Elekirodenabschnius die- 
selbe wie die des plauenformigen Korpers scin. wobci die 
Dicke dcs anderen nicht mehr als die Halft.e dcr des platten- 
fonnigen leiienden Korpers bctragen kann. 

Daruberhinaus kann der erste Elektrodcnabschniu oder 
der zweite Eleklrodenabschnitt, deren Dicke nicht mehr als 
die Halite dcs plauenformigen leiienden Korpcrs bctragL 
aeprcG: werden. urn deren Oberflachcn eben auszufuhren. 

ErfindungsgemaB wird aufierdem ein Vcrdrahiungsteil 
geschaflen, das durch einen ersien EleklrodenabschnitU dcr 
nut einer an ciner Oberflache eines Halbleiterelements aus- 
gebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten 
EleklrodenabschnitU der mil einer an einer exiernen Schai- 
tung ausgebildci.cn Elektrode e I eklrisch verbunden isU einen 
Verdrahiungsabschnitt, dcr den erstcn Elektrodcnabschniu 
mil. dem zweiten Eleklrodenabschnitt verbindeu und einen 
Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist. dcr bei einem Teil 
des Verdrahiungsabschnitts zur Verbindung des Vcrdrah- 
tungsabschnitts ausgebildei isu wobei der erste Elektrodcn- 
abschniu. der zweite Eleklrodenabschnitt, der Verdrah- 
tungsabschnitt und der VerbindungsabschnitJ aus einem 
plauenformigen leiienden Korper ausgebtldet sind und je- 
wcils die Dicke des ersten Elekirodenabschnius, des zwei- 
ten Eleklrodenabschnitt s und des Verdrahiungsabschnitts 
nicht groBer als die Halite dcr Dicke des Verbindungsab- 
schni Us ausgefiihrt ist. 

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei 
dem der Verdrahiungsabschnitt und entweder der erste Elek- 
lrodenabschnitt oder der zweite Eleklrodenabschnitt, der 
breiter als der Verdrahiungsabschnitt is l. sich gegenscitig 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitte : die entwe- 
der den ersten Eleklrodenabschnitt oder den zweiten Elck- 
trodenabschniti aufweiscn und an benachbarten Verdrah- 
tungsabschniuen ausgebildei sind, derart. angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichiel sind. 

Der Verdrahiungsabschnitt kann aus dem plauenformigen 
leiienden Korper durch Atzen ausgebildei werden. 

Zumindesi eine Oberflache des ersten Elekirodenab- 
schnius oder des zweiten Elekirodenabschnius kann nicht 
dem Aizvorgang unterzogen worden sein. 

Dcr Leiterrahmen gemaB dcr Erfmdung ist mil einer Vicl- 
zahl von Verdrahtungsieilen versehen. 

Die Ertindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bczugnahme auf die beilicgendc 
Zeichnung naher beschricben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemaB ei- 
nem ersten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 2 eine Draufsicht des Leiterrahmens gemaB dem er- 
sten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiiers des Leiterrahmens 
gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, 
Fi$>. 6 eine Schnittansicht des Lciicrs des Leiterrahmens 


gemaB dem crsLcn Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 7 cine Schnittansicht eines Leiicrs eines Leiterrah- 
mens gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. K eine Schninansicht des T-ciicrs des U-iierrahmens 
5 gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Leiicrs eines Leiterrah- 
mens gemaB einem drittcn Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 10 eine Schnittansicht dcs Leiiers des Leiterrahmens 
gemaB dem driiten Ausfuhrungsbeispiel, 
10 Fig. 11 eine Schninansicht eines Leiiers eines Leiterrah- 
mens gemaB einem vicrten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 12 eine Seitenansicht dcs Leiters dcs Leiterrahmens 
gemaB dem vicrten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiierrahmens 
15 gemaB einem funften Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 14 eine Seilenansichl dcs Leiiers des Leiierrahmens 
gemaB dem funften Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 15 cine Draufsicht dcs Leiicrs dcs Leiierrahmens ge- 
maB dem funften Ausfuhrungsbeispiel, 
20 Fig. 16 eine seiiiiche Schninansicht eines Leiterrahmens 
gemaB einem sechsten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 17 eine Ansicht eines Letters des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaB 
25 dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 20 cine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel 
30 Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elek- 
irodenabschnius des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfmdung, 

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiierelemeni an ei- 
net herkommiichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist. 
Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleiiervorrichtung, bei der ein Halbleiierele- 
meni an einer herkommiichen gedruckten Leiterplatie ange- 
bracht isu 

40 Fig. 24 eine Schnittansicht einer mil Harz vergossenen 
Halbleitervorriehiung, bei der ein herkommlicher Leiterrah- 
men angewendet ist. 

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkommiichen Leiter- 
rahmens, 

45 Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommiichen Leiterrahmens darstellu 
Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommiichen 
Leiierrahmens und 

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
50 dung eines anderen herkommiichen Leiierrahmens darsiellt. 


Ersies Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemaB dem ersien Aus- 
55 fuhrungsbeispiel unter Bczug auf die Zeichnung beschne- 
ben. . 

Fig. 1 zeigt eine Schnittansichu die den Aufbau dcs Lei- 
terrahmens gemaB dieser Erfindung darstellu wobei Fig. 2 
eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei 
60 diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine lei- 
tende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Ver- 
drahtungsabschniti des Leiierrahmens, 4 einen ersten Elek- 
trodcnabschniu 4, der elektrisch ubcr einen dunnen Meiall- 
draht odcr dcrgleichen mil einer an der Oberflache des Haib- 
65 Icitcrclcmcnis 8 ausgcbildctcn Elektrode 9 elektrisch ver- 
bunden isu 5 einen zweiten Elektrodenabschnilt 5, bei dem 
es sich um eine mit einen externcn AnschluB 14 elektnsch 
verbundene AuBenelekirode der Halbleitervorrichtung han- 
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del,, die aus eincn, WanschluK hcrgcs.ell, is, 15 cin Ver- ^Wj 0 ^^'^^ Verbindungsobernachcn 

guRharz. 20 cin Bcfeugungsplalichen an , das das Halblei- h fi- ° ™ £ ^ 5a dcs m Elek.rodcnab- 

rerclen.en, S angebrach, is.. 101 cine f-UhrungsMange und ^f^^*nZ^M^S an denscl- 

102 einen l-eiicrrahn.cn. leilenden MetallplaUe 1 ausgcbildel sind. wo- 

Fis. 3 zeig. eine Schnitianwchi. die den Hcrs.ellungsvor- 5 ben Sc,.cn dcr taunden M« * Vcrbindungs- 

S an 8 des Lei.errahn.ens gen,SB den. Ausluhrungsbe.sp.e Vu£ 4b a ^schicdlichcn Sci.cn der fei- 

dars.ell.. Bei dieser DarstcUung bezeichnel die Bezugwahl J 4 i <n ^ ^ ^ ^ ^ 

3 A.zmasken. T die Dickc dcr leitendcn Meiallplaue i n u.«fcn Mciaupu u « Elelurodcn- 

die von der Oberflache (rOckwanigen Obernache) to rle,- "^^^0^ Oberflachcn der Ichcndcn 

schen den Verdrahmngsabschmtten 2. Das Bczugszc.chen spier wird ein A '^^°^ h die vcrdrah.ungsabschni..c 

Wl bezeichnet die Brei.e eines durch das Maskierungsmu- P la ,e ,^ dU , rth ^ "! d er Dickc dcr lciicndcn Meiall- 

s ,cr Ml ausgebildc.cn mit.lcrcn Atachni.B dcs Verdrah- *™*\^^™Z*^£ a to A.zen un.cr 

lun g S ab S chnius2inderR 1 chmngderpiekc,wobe 1 l e d I gi 1 ch pat, L ^^'^ c Sf h 7 we rden. daB der Abs.and 
auf runddergeamcnSei.endieDicke^ 20 de Bcdmgungen d 2 ^ der Ab . 

kierungsmus.er Ml ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichne. W a *f " fj^ ^ Verdrahtungsabschni.ten 2a und 2b 

den Absiand zwischen den durch Atzen "spbildatn Ver- SvferfLungsabschnitie 2. 2a 

XKfch. des Verdramungsabsehniu, 2. das hcijt vo, .den «"^^^ S ^ kflnncn die zweLen 

von der ruckwartigen Oberflache der leitenden MetaUplaue ^^^.^5 an der fe In nensciie der ers.en Elck.ro- 

1 ausgebildelen Oberflachen sind. Der Leiterrahmen w,rd ™ode" a fiscn^ i„ hd B t an der Rilckseiic des «i dem Be- 

durchAusbildungderAtzmaskenJn.ae.nem vorbesumm- 30 den b sc 4 d "j^an* Halbleilerelemenls 8 

L"g U-.. wW. das Atzen ausgesetz,. wird. wenn die ^^^^ unIcr den Bedingungcn 
leiiende MetallplaUe 1 leilweise durchdrungen isl und die A " 8e ™"' ^ ° ' A abs.and zwischen den Ver- 

C'emaO Fig. 3 sind die Verdrah.ungsabschnme 2 led.gucli ^^™^ c h ^ huinesabsc hniiie 2b der zwei- 

an einer Seite der leilenden Metallplatte 1 jorgesehen. je- ^ r ^ d „ Sa plane" 1 abwechseind angeord- 

doch konnen wie in Fig. 4 gezeig, die Verdratongsab- ten ^ ^^ ^AbtandS zwischen benachbanen an un- 

schniue 2a und die Verdrahmngsabschniue 2 Jewe ls ab- " e ; w ^ n c £^ 

wechselnd aufder erslen und der zweiten bene der leilenden 45 »«« ta ^^" 2a und 2b kleiner als der Ab- 

Meudlplaue 1 vorgesehen werden, wodurch we* die Lei- de.en ^^^jXhniue 2 ausgefuha werden. 

lerunterteilungsbrene vernnger. wird. OemaS d.eser Dar- ^.^-^^^i^n^d^nesbrciie wcilcr vcrklei- 

s,eUung bezeichne. die Bezugszahl 2a Verdrahmngsab- ^JJJJ^ k , nne ; dic Verb.ndungsofcer- 

schniue fur die ers.e Sene der leilenden MetallplaUe 2b "^^ n Eleklrodc nabschniUe 4 und der zwei.en 

o^e an unterschiedlichenSei.cn der leitendcn Me.aUplatlel richtung erhoht w.rd. 

ausgebildet sind. 7weites AusfUhrungsbeispicl 

Fig. 5 und 6 zeigen Schniuansichten eines Leiters des ^wcues «™ i 

Leiterrahmens gemafl diesem Ausfuhrungsbeispiel. Da Ausfuhrungsbeispiel weisendie ers.en 

beideOberflachendeserstenElektr^enabschnU^unddes J^^^/^J^ Jeiten Elektrodenab- 

zweiten Hektrodenabschnitts 5 mil den Atzmasken 3 wah- ^™^?^i e .,l wie dic leiiende Me.allplatte 1 auf. 

rend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der ers^e <0 schnit^ 5 ^diese be ^ der A ? sl and zwi- 

Eleku-odenabschnitl 4 als auch der zwe.te Hekuodenab- Jedoch kanr w. e in Fit 1 I * g 

schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende MetaUp latte 1 auf schen do zweHcnlE ^^™ l durch cine diinncrc 

Obwohl eine Seite des den ersten Hetorodenabschnitt 4 mil ^^ n f^^^^ Mbsdbl&M 5 nm.els Atzen 

dem zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrah- ^^^^^^^^^n werden. 

.ungsabschnitts 2 mit dcr Atzrnaskc 3 wahrend dcs Atzvor- CS vonciner ^ be idcnA*. * 8 5a des ^ 

gangs bedeckt ist, wird das Auen von der anderen Scite GenuB Nj. M » d* e_ ere b VO rgesehcn. dic 

Lrchgefuhn. Deshalb wird der Verdrahtungsabschn.tt 2 ten Ele^odenab ^ ^ j n dcr ben g ^ ^ 

dunner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zwe.te mchl gca^t wild. Jedoch kann w.e g t 
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crlbrdcrlich isi. die Verbindungsoberflache 5a des zweiien 
Elektrodenabschnius 5 an der geaizicn Sciic vorzusehcn. die 
Vcrbindungsobcrflachc durch Anwcndcn cincs Presscns an 
dent /weiicn F.lekirodcnahschniii 5 eben ausgefuhrt werden, 
was hcrkomiiilich ausgefuhrt wurdc. um ein Leiicrcnde eben 
auszufuhren, ohne das ein Problem bcim Bondcn vcrursachl 
wird. Jedoch wird, falls der zweite Elektrodcnabschnin 5 
durch Pressen dunner ausgefuhrt wird, wenn der zweite 
Elekirodenabschniu 5 eine Dicke Tl, eine Leiierbrciie Wl 
und eine VerringerungsgroBc AT2 aufweisl, AT2 gleich e 
T2. wobei die erhohic Lcitcrbrcite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird, was an zeigt. daB der Leiterabsiand Icdiglich auf- 
grund der erhohten Leiterbreiie kleiner wird. Dcshalb sollte 
der PreBvorgang, uni den zweiien Elektrodcnabschnitt 5 
dunner auszufuhren, nur soweit durchgefiihri werden, um 
die roh geatzte Oberfiache eben auszufuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den zweiten Elcklrodcnabschniiicn 5 klcincr aus- 
gefuhrt werden, indem der zweiic Eiektrodenabschnitt 5 
dunner ausgefuhrt wird. Folglich kann eine verkleinene 
Halbleiiervorrichtung erhalten werden. 

Driites Ausfuhrungsbeispiel 

GeniaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 
ten Elektrodenabschnitic 5 dunner ausgefuhrt. Jedoch kann 
der Absiand zwischen den erstcn Elekirodenabschniuen 4 
kleiner ausgefiihrl werden. indeni die ersten Elekirodenab- 
schniu e 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen 
von einer Seite bei dem Atzvorgang diinncr ausgefuhrt wer- 
den. 

GemaB Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersien 
Elckifodenabschnius 4 an der Seile vorgesehen, die nicht 
geatzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezcigt, wenn es 
erfcrderlich ist, die Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elekirodenabschnitis 4 an der geaizicn Seite vorzusehen, die 
Verbindungsoberflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weisc wie gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
eben ausgefuhrt werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 
den verursachi wird. 

GeniaB dicseni Ausfuhrungsbeispiel kann der Absiand 
zwischen den Elektroden kleiner ausgefuhrt werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 dunner ausgefuhrt wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stiffen (Anschlus- 
sen, Elektroden) und einer kurzeren Unterteilungsbreite bei 
dem Halb lei t ere lenient entsprochen werden. 


schninc auBer dem Verbindungsabschniu 6 des Leiiers 
durch Alzcn von cincr Seue dunner ausgefuhn, was cine 
Fein verdrahtung ermoglicht. Wie in Fig. 12 gezcigt ermog- 
Hchi die Vcrwcndung des Verhindungsabschniits 6 ein An- 
5 ordnen des ersten Elekirodenabschnitis 4 und des Verdrah- 
tungsabschnitts 2a an der ersien Seile der leitcnden Metall- 
platie 1 sowie ein Anordnen des zweiien Elekirodenab- 
schnitis 5 und des Verdraluungsabschnitts 2b an der zweiien 
Seite der leitenden Meiallplaue 1, wodurch eine dreidinten- 
10 sional vcrteilte Anordnung crreich:. wird. Folglich kann eine 
Verdrahtung mil. einer hoheren Dichte verwirklicht und eine 
verkleinene Halbleiiervorrichtung erreicht werden. 


Funftes Ausfuhrungsbeispiel 


15 


Vienes Ausfuhrungsbeispiel 


Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sichi eines Leiiers des Leiierrahmen gemaB dem vierten 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darstellungen bezeich- 
ncn die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahiungsabschnitte, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 
rahmens dunner ausgefuhrt. worden sind. Dabci bezcichnei 
die Bezugszahl 2a einen an der erstcn Seite der leitenden 
Meiallplaue 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b 
einen an der zweiten Seile der leitenden Meiallplaue 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 
zeichnet einen ersten Elektrodcnabschnitt und 5 einen zwei- 
ten Elektroden abschnitt, wobei beidc dunner ausgefiihn 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schniu zwischen dem Verdrahtungsabschnitt 2a an der er- 
stcn Scitc und dem VcrdrahLungsabschnitt 2b an der zweiten 
Seite, der bei Ausbildung des Leitcrrahmens nicht. geatzt 
wird. da beide Seiten mil Alzmasken bedecki sind 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 


GemaB dem viertcn Ausfuhrungsbeispiel sind der erste 
Elektrodcnabschnitt 4, der zweite Eiektrodenabschnitt 5 und 
die Verdrahiungsabschnitte 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnet. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die er- 
20 sien Elekirodenabschniu 4 und die zweiten Elekirodenab- 
schniu 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der 
die ersien Elekirodenabschniue 4 und die zweiten Elekiro- 
denabschnitis verbindenden Verdrahiungsabschnitte 2a und 
2b deraru daB sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 
25 2a und 2b in der Mine um einen rechien Wmkel andert. 
Folglich kann die Flexibility der Anordnung der Halbleiier- 
elemenielektroden und der AuBenelekixoden der Halbleiier- 
vorrichtung erhoht werden. was eine weiiere Vcrkleinerung 
der Halbleiiervorrichtung ermoglicht. 
30 Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiiers. der anwendbar ist, wenn der erste Elek- 
irodenabschniu 4, der zwciie Elektrodcnabschnitt 5 und die 
Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b nicht geradlinig verlau- 
fen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiiers, 
35 der anwendbar ist. wenn es erforderlich ist, die Verdrah- 
lungsabschnilic 2a und 2b mil einem rechten Winkel anzu- 
ordncn. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der erste 
Elektrodcnabschnitt 4 und der zweite Elekirodenabschniu 5 
40 derari in jeder beliebigen Lage angcordnct werden, daS die 
Flexibility der Anordnung der Halbleiterelementelektroden 
und der AuBenclekiroden der Halbleiiervorrichtung erhoht 
wird, was eine weitere Vcrkleinerung der Halbleitervorrich- 
lung ermoglicht. 

45 

Sechsies Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigieine Schnittansicht eines Leitcrrahmens ge- 
maB dem sechsien Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 
50 18 eine Draufsichi und eine Seiienansicht eines Leiiers des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmcns darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichnen, entfailt deren Beschrei- 
bung. 

55 Wenn der ersie Elekirodenabschniu 4 und der zweite 
Elektrodcnabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinene Halbleiiervorrichtung erhalten wird. 

60 

Siebtes Ausfuhrungsbeispiel 


Fig. 19 zeigt eine Draufsichi eines Leiterrahmcns gemaB 
dem siebten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine eni- 
65 lang der Linic G-C genommcne Schnittansicht und Fig. -0 
eine perspektivische Ansiclu des zweiten Elckirodenab- 
schnitts 5 zeigen. Die Verdrahiungsabschnitte 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten 
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Elektrodenabschnitie 5 an dcsscn crstcr Sciic ausgcbildct. 
Bei dem Abschniti. an dcm cin Verdrahiungsabschniti 2 und 
L'in zwciier Elekirodcnabschnitl 5 sich iiberlappcn, isi an dcr 
erslen Seite durch Aix.cn cin Krcis gcimislcrl, dcr die Form 
dcs zwciicn Elektrodenabschnitis 5 isi. wohingcgen dcr Vcr- 5 
drahiungsabschnitt bzw. das Verdrahiungs muster an der 
zweiienSeile durch Atzen ausgcbildct isi. Hinsichtlich der 
andcren Punktc ist dcr Aufbau geinafi dicseni Ausfuhrongs- 
bcispiel wie gemaB dem vienen Ausfuhrungsbeispiel, wobci 
gcmaB dicscm Ausfuhrungsbeispiel ein Fall dargesiclli isu io 
bci dcm dcr zweite Elekirodcnabschnitl 5 an dem in Fig. 1 1 
gezeigicn Verbindungsabschnilt 6 ausgebildci ist. 

GeniaS dicseni Ausfuhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
iungsabschnitte 2 und die zwciien Elekirodenabschniiic 5, 
die broiler als die Verdrahtungsabschniue 2 sind, an vonein- IS 
ander unierschicdlicn.cn Seiten ausgebildet, wobei zumin- 
desi ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbartcn 
zwciicn Elckirodcnabschniucn 5 ausgebildci isu damn die 
brciten zweiten Elektrodenabschnitie 5 nichi ncbencinander 
in einer Reihe ausgebildei sind. Folglich besteht keine Not- 20 
wendigkeit. den Abstand zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitien 2 zur Ausbildung der zweiten Elekirodenab- 
schnitie 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer ho- 
heren Dichie und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung er- 
reicht. 25 

Achtes Ausfuhrungsbeispiel 

GeinaB dem siebten Ausfuhrungsbeispiel sind die zweiten 
Elektrcxienabschniite 5 und die Verdraluungsabschnitte 2 30 
uberlappt. Jedoch konnen die Halbleiierelementelektrodcn 
eine kleiner Unlerteilungsbrcite aufweisen. indem dieersten 
Elektrodenabschnitie 4 und die Vcrdralitungsabschnitte 2 an 
unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Ver- 
drahiungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektro- 35 
denabschniiten 4 derail angeordnct wird, daB die erstcn 
Elektrodenabschnitie 4 nicht in einer Linie seitlich angeord- 
nct sind. 

Wie vorsichcnd beschrieben kann gemaB den Ausfiih- 
rungsbeispielen eine Feinverdrahiung erreicht werden, in- 40 
dem die Dicke des Lc iters als Verdrahtungsteil zur eleklri- 
schen Verbindung der Haibleiterelenientetektroden mit den 
An Bene lektroden der Halbleitervorrichtung nicht dicker als 
die Halfte der crforderlichen Dicke des Leiterrahmenmateri- 
als ausgefuhrl wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leitcrrahniens, der die an beiden Seiten des Leiterrah- 
men materials angeordneten Verdrahiungs- und Elektroden- 
abschnitie aufweist, ein Halbleiterelement mil einer groBc- 
ren Anzahl von Stiften und einer kleineren Untencilungs- 
breite erreicht werden. Zusatzlich kann durch Anordnung SO 
der AuBenelektroden an der riick wart i gen Seiie derHalblei- 
tcrelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mil niedrige- 
ren Kosten erreicht werden, 

Wie der vorstehend Beschrcibu'ng zu entnehmen isi, wird 
ein Verdrahiungsteil rail einem erslen Eleklrodenabschnitt 55 
4, der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiieretemcnts 
8 ausgebildeten Elektrodc clektrisch verbunden ist, einem 
zweiten Elekirodcnabschnitl 5, dcr mil einer an einer exier- 
nen Schaltung ausgebildeten Elektrode clektrisch verbun- 
den isi. und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der go 
den ersie Elektrodenabschnitl 4 mil dem zweiten Elektro- 
denabschniu 5. Der erstc Eleklrodenabschnitt 4, der zweitc 
Elekirodcnabschnitl 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind 
aus einem plaitenfonnigen leitenden Korper 1 ausgebildet, 
wobci die Dicke dcs Vcrdrahtungsabschniiis 2 nicht groBcr 65 
als die Halfte der Dicke des erstcn Elektrode nabschni lis 4 
Oder des zweiten Elektrodenabschnitis 5 ausgefuhrl ist. Eine 
Feinverdrahiung kann dadurch erreicht werden, indern der 
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Leiicr als Verdrahtungsiei! zur elckirischcn Verbindung der 
Halbleiierelomeniclckiroden 9 mil den AuBenelektroden dcr 
Halbleiiervonrichtung nicht groBer als die TIalftc dcr ertbr- 
' :hcn Dicke dcs Triierrahmenmatcrials ausgefuhn wird. 

Paienianspruche 

1. Verdrahiungsteil. gekennzeichnct durch 
eincn ersten Eleklrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiierelemenis (8) ausgebil- 
deten Elektrodc (9) eleklrisch verbunden ist, eincn 
zweiten Eleklrodenabschnitt (5). der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrodc eleklrisch 
verbunden isi, und eincn Verdrahtungsabschnitt (2), dcr 
den ersten Elekirodcnabschnitl (4) mil. dcm zweiten 
Eleklrodenabschnitt (5) vcrbindet. 
wobei der erste Eleklrodenabschnitt. (4). der zweite 
Elektrodc nabschnilt (5) und dcr Verdrahtungsabschnitt 
(2) aus einem plaitenfonnigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahiungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der ersie 
Elektrodenabschnitl (4) oder der zweite Elekirodcnab- 
schnitl (5) ausgefuhn ist. 

2. Verdrahiungsteil nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnct, daB der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer 
Oberflache dcs plaitenfonnigen leitenden Korpcrs (1) 
vorgesehen ist, 

3. Verdrahiungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdrahiungsabschnitte (2) verstreut 
an beiden Obcrflachen des piaiienfonnigen leitenden 
Korpers (1) angeordnct sind. 

4. Verdrahiungsteil nach einem der Anspriiche 1, da- 
durch gekennzeichnct, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitis (4) und die Dicke des zweiten Elck- 
irodenabscbnitis (5) dieselbe wie die des plaltcntonni- 
gen leitenden Korpers (1) sind. 

5. Verdraluungsieil nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnct, daB die Dicke eniwedcr des 
ersien Elektrodenabschnitis (4) oder des zweiten Elek- 
trodenabschnitis (5) dieselbe wie die des platienfbrnii- 
Scn Korpers (1) isi. wobei die Dicke dcs andcren nicht 
mehr als die Haifie dcr dcs platlcnformigen Iciiendcn 
Korpers (1) betragt. 

6. Verdrahtung SLeil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichneu daB der ersie Eleklrodenabschnitt (4) oder der 
zweite Elektrodcnabschniu (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Halfte des plaitenfonnigen leitenden Korpcrs 

(1) betragu gepreBt wird, urn deren Obcrfiachcn eben 
auszufuhrcn. 

7. Verdrahiungsteil, gekennzeichnet durch 
einen ersten Eleklrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiierelements (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) eleklrisch verbunden ist, eincn 
zweiten Elektrodenabschnitl (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode eleklrisch 
verbunden isi, einen Verdrahiungsabschniu (2), der den 
ersten Elektrodenabschnitl (4) mit dcm zweiicn Elek- 
lrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Vcrbindungs- 
abschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahiungsab- 
schnitls (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitis 

(2) ausgebildci isu 

wobei dcr erste Elektrodenabschnitl (4). der zweite 
Elektrodenabschnitl (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 
und der Verbindungsabschnilt (6) aus einem plattentor- 
migen leitenden Korper (1) ausgcbildct. sind und je- 
wel Is die Dicke des erstcn Elektrodenabschnitis (4). 
des zweiten Elekirodenabschnius (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBcr als die Haifie dcr 
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Dicke dcs Verb indungsabschn ills (6) ausgefuhn ist. 

8. Verdrahtungstcil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zcichncu daR dcr Verbindungsabschnitt (6) cin Ab- 
schnitt isi. hci dem dcr Verdrahlungsahschnin (2) und 
emweder dcr erste Elektrodenabschniti (4) odcr dcr 5 
zweiic Elektrodenabschniti (5), dcr brcuer als dcr Ver- 
drahtungsabschniu (2) isi. sich gegenseitig uberlappcn. 

9. Verdrahiungsteii nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichncu daB die Verbindungsabschniue (6), die em we- 
der den erstcn Elektrodenabschnitt (4) odcr den zwei- 10 
ten Elekirodenabschnitt (5) aufweisen und an benach- 
barten Verdrahiungsabschnitten (2) ausgebildet sind, 
derart angeordnet sind, daB sic nichl nebencinander 
ausgerichtct sind. 

10. Verdrahiungsteii nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnet, da6 der Verdrahtungs- 
abschnitt (2) aus dem plaiieniormigen leitenden Korpcr 

(1) durch Atzcn ausgebiidef ist. 

11. Verdrahtungsieil nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichneu daS zumindesi eine Ober- 20 
flache dcs. erstcn Elektrodenabschnitts (4) odcr dcs 
zweiten Elektrodenabschnitts (5) nichl dem Atzvor- 
gang unterzogen worden isu 

12. Leiierrahmen, gekennzeichnet. durch 

eine Vielzahl von Verdrahiungsteilen, wobei das Ver- 25 
drahtungstcil eincn ersten Elektrodenabschniti (4), der 
mil einer an eincr Oberfiache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 
isu einen zweiten Elektrodenabschniti (5), der mil einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsab- 
schniu (2) aufweisu der den ersten Elektrodenabschniti 
(4) mil dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindeu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt. (4), der zweite 
Eleklrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschniti 35 

(2) aus einem plattenformigen leitenden Korpcr (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahiungsab- 
schnilts (2) nicht dicker aJs halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweiic Eleklrodenab- 
schniu (5) ausgefuhn ist. oo 

13. Leiierrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen. wobei das Ver- 
drahiungsteii einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der 
mil einer an einer Oberfiache eincs Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
ist. einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mil einer 
an einer exLernen Schaltung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden isu einen Verdrahtungsabschniu 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt. (5) verbindeu und einen 50 
Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnitis (2) ausgebildet isu 
wobei der ersie Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt <5), der Verdrahtungsabschniu (2) 55 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschniti: (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBer als die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgefuhn ist. 
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